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Description

[0001] Laprésenteinvention concerne des écrans ma-
triciels a affichage électroluminescent composés d’un
ensemble de diodes électroluminescentes. Il s’agit par
exemple d’écrans composés de diodes organiques
("OLED" de I'anglais Organic Light Emitting Display) ou
polymére ("PLED" de I'anglais Polymer Light Emitting
Display). La présente invention concerne plus particulié-
rement la régulation de la tension d’alimentation des cir-
cuits de commande des diodes électroluminescentes de
tels écrans.

[0002] La figure 1 représente un écran matriciel com-
portant n colonnes C, a C, etk lignes L, a L, permettant
d’adresser n*k diodes électroluminescentes d dont les
anodes sont connectées a une colonne et les cathodes
a une ligne.

[0003] Des circuits de commande de lignes CL a CL
permettent de polariser respectivement les lignes L a
L. Seule une ligne est activée a la fois, et est polarisée
a la masse. Les lignes non activées sont polarisées a
une tension Vligne.

[0004] Des circuits de commande de colonnes CC, a
CC,, permettent de polariser respectivement les colon-
nes C, a C,,. Les colonnes adressant les diodes électro-
luminescentes que I'on souhaite activer sont polarisées
par un courant a une tension V supérieure a la tension
de seuil des diodes électroluminescentes de I'écran. Les
colonnes que 'on ne souhaite pas activer sont mises a
la masse.

[0005] Une diode électroluminescente reliée a la ligne
activée et & une colonne polarisée a V, est alors pas-
sante et émet de la lumiere. La tension V4, est prévue
suffisamment élevée afin que les diodes électrolumines-
centes reliées aux lignes non activées et aux colonnes
alatension V, ne soient pas conductrices et n’émettent
pas de lumiere.

[0006] La figure 2 représente un circuit de commande
de colonne CC et un circuit de commande de ligne CL
adressant respectivement une colonne C et une ligne L
reliées a une diode électroluminescente d de I'écran. Le
circuit de commande de ligne CL comprend un inverseur
de puissance 1 commandé par un signal de commande
deligne ¢, . L’inverseur de puissance 1 comprend untran-
sistor NMOS 2 permettant de décharger la ligne L quand
¢, estau niveau haut et un transistor PMOS 3 permettant
de charger la ligne L a la tension de polarisation Vjiyne
quand ¢, est au niveau bas.

[0007] Le circuit de commande de colonne CC com-
prend un miroir de courant réalisé dans le présent exem-
ple avec deux transistors 4, 5 de type PMOS. Le transis-
tor 4 constitue la branche de référence du miroir et le
transistor 5 constitue la branche de duplication. Les sour-
ces des transistors 4 et 5 sont connectées a une tension
de polarisation V,,, de I'ordre de 15 V pour des écrans
OLED. Les grilles des transistors 4 et 5 sont reliées 'une
a l'autre. Le drain et la grille du transistor 4 sont reliés
I'un a I'autre. Le transistor 4 est donc monté en diode, la
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tension source-grille (Vsg,) étant égale a la tension sour-
ce-drain (Vsd,). Le courant traversant le transistor 4 est
fixé par une source de courant 6 connectée au drain du
transistor 4. La source de courant 6 fournit un courant |,
dit de "luminance". Le drain du transistor 5 est relié a la
colonne C par l'intermédiaire d’un circuit de sélection de
colonne composé d’un transistor PMOS 7 et d’un tran-
sistor NMOS 8. La source du transistor PMOS 7 estreliée
au drain du transistor 5 et le drain du transistor 7 est relié
a la colonne C. La source du transistor 8 est a la masse
et son drain est connecté a la colonne C. Un signal de
commande de colonne ¢ estrelié a la grille du transistor
PMOS 7 et a la grille du transistor NMOS 8. Quand le
signal de commande de colonne ¢ est au niveau haut,
le transistor 8 décharge la colonne C. Quand il est au
niveau bas, le transistor 7 est passant et la colonne C se
charge jusqu’a atteindre la tension V. Quand la ligne
L etlacolonne C sontactivées, les signaux de commande
de ligne ¢, et de colonne ¢ sont respectivement haut et
bas, la diode électroluminescente d est passante et le
courant traversant la diode est égal au courant de lumi-
nance |,.

[0008] Cependant, pour que le circuit de commande
de colonne CC fonctionne tel que décrit précédemment,
il est nécessaire que la tension V,, soit suffisamment
élevée pour que la recopie du courant |, soit correcte. La
tension de polarisation V,,;, est égale a la somme de la
tension source-drain Vsd, du transistor 2, de la tension
V4 aux bornes de la diode électroluminescente d, de la
tension source-drain Vsd; du transistor 7 et de la tension
source-drain Vsds du transistor 5.

[0009] Quand la recopie du courant |, est correcte, le
transistor 5 est en régime de saturation et la tension Vsds
est au minimum égale a la tension source-drain Vsd, du
transistor 4. Une recopie correcte impose donc que la
tension de polarisation V,, soit au moins égale a la som-
me précédemment mentionnée quand le courant la tra-
versant est égal au courant de luminance |,. Si la tension
de polarisation V,, est trop faible, le courant traversant
la diode électroluminescente d est inférieur au courant |
et la luminance des diodes est insuffisante.

[0010] Le courant de luminance |, fourni par la source
de courant 6 peut de fagon générale varier en fonction
de laluminance souhaitée pour I'écran. Quand le courant
de luminance |, augmente, la tension source-drain Vsd,
du transistor 4 monté en diode augmente et la tension
V4 de la diode électroluminescente d augmente aussi. Il
s’ensuit que la tension de polarisation Vpo| doit étre suf-
fisamment importante pour que le transistor 5 soit en
saturation quel que soit le courant de luminance.
[0011] Toutefois, par soucid’économie d’énergie élec-
trique, on cherche a réduire la tension de polarisation
Vpo» €& qui permet ensuite de réduire la tension Vjigne
des circuits de commande de ligne.

[0012] Il existe des circuits de commande qui ont une
tension de polarisation V ,, fixe et déterminée en fonction
du courant de luminance Il maximum souhaité. L'incon-
vénient de tels circuits est leur forte consommation
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d’énergie électrique.

[0013] |l existe d’autres circuits de commande pour
lesquels la tension de polarisation V, varie en fonction
du courant de luminance |, souhaité. Si le courant |, est
faible, latension Vpol est faible et inversement. Toutefois,
il est nécessaire de prévoir une marge de sécurité pour
tenir compte du vieillissement des diodes électrolumi-
nescentes de I'écran. En effet, a courant égal dans la
diode électroluminescente d, la tension Vy aux bornes
de la diode augmente avec le temps. Pour une méme
luminance, correspondant a un courant de luminance
donné, la tension de polarisation minimale Vpol néces-
saire augmente donc progressivement avec le temps.
Les économies d’énergie obtenues pour ces circuits ne
sont donc pas optimales.

[0014] Ledocument US5594463A décrit un écran ma-
triciel a diodes électroluminescentes dans lequel la dif-
férence de tension sur une des diodes électrolumines-
centes est mesurée et la tension de polarisation du miroir
de courant est adaptée en conséquence.

[0015] Les documents JP2000347613A et
JP11272223A décrivent des écrans matriciels a diodes
électroluminescentes dans lesquels la tension a la sortie
de la source de courant pour une ou plusieurs diodes
électroluminescentes est mesurée et la tension de pola-
risation des sources de courant est adaptée en consé-
quence.

[0016] Un objet de la présente invention est de prévoir
un circuit de commande de colonne dont la tension de
polarisation Vpo| est la plus faible possible quel que soit
le vieillissement des diodes électroluminescentes de
I'écran.

[0017] Un autre objet de la présente invention est de
prévoir un circuit de commande de conception simple.
[0018] Pour atteindre ces objets, la présente invention
prévoit un dispositif de régulation de la tension de pola-
risation de circuits de commande de colonnes d’un écran
matriciel composé de diodes électroluminescentes re-
liées chacune a une des lignes et a une des colonnes de
I'écran, tel qu’énoncé en revendication 1.

[0019] La présente invention prévoit aussi un procédé
de régulation de la tension de polarisation de circuits de
commande de colonnes d’'un écran matriciel composé
de diodes électroluminescentes reliées chacune a une
deslignes etaunedes colonnes del'écran, tel qu’énoncé
en revendication 7.

[0020] Cesobjets, caractéristiques et avantages, ainsi
que d’autres de la présente invention seront exposés en
détail dans la description suivante de modes de réalisa-
tion particuliers faite a titre non-limitatif en relation avec
les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1, précédemment décrite, représente un
écran électroluminescent matriciel ;

lafigure 2, précédemment décrite, représente un cir-
cuit de commande de colonne et un circuit de com-
mande de ligne adressant une diode électrolumines-
cente d’'un écran ;
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la figure 3 illustre un exemple de réalisation du dis-
positif de régulation selon la présente invention ;

la figure 4 illustre un exemple de réalisation plus dé-
taillé d’'un élément du dispositif de la figure 3 ;

la figure 5illustre un autre exemple de réalisation du
dispositif de régulation selon la présente invention ;
et

la figure 6 est un exemple de réalisation plus détaillé
d’un élément du dispositif de la figure 4.

[0021] La figure 3 est un schéma d’un mode de réali-
sation de circuits de commande de colonne et du dispo-
sitif de régulation de la tension de polarisation V,, selon
la présente invention. Les circuits de commande de co-
lonne comprennent un miroir de courant 9 composé
d’une branche de référence b, et de n branches de du-
plication b, & b,,. Chaque branche est composée d’un
transistor PMOS, P pour la branche de référence et P,
a P, pour les branches b, a b,, Les sources des transis-
tors de chacune des branches sont connectées a la ten-
sion de polarisation V, etles grilles sont reliées les unes
aux autres. Le drain et la grille du transistor P, de la
branche de référence sont reliés a une source de courant
de référence 10 en un point C . La source de courant
de référence 10 fournit un courant de luminance |I,. Le
drain de chaque transistor P;, i étant compris entre 1 et
n, est relié a une colonne C; de I'écran par l'intermédiaire
d’'un circuit de sélection de colonne tel que décrit en re-
lation a la figure 2. L’ensemble des circuits de sélection
de colonne sontreprésentés par un dispositif de sélection
11 commandé par un signal de colonne ¢¢.

[0022] Chaque colonne C, a C,, est connectée al'ano-
de d’'une diode respectivement Dy & D,,. Les cathodes
des diodes D4 & D,, sont reliées & une source de courant
15 en un point C,. La source de courant 15 fournit un
courant dit d’observation |, choisi faible par rapport au
courant de luminance minimal. Par ailleurs, le point de
connexion C, est relié a 'anode d’une diode D, iden-
tiqgue aux diodes D4 & D, la cathode de la diode D, est
connectée en un point C s a une source de courant 16
fournissant un courant égal au courant d’observation |,.
Les points C ¢ et Cs sont reliés a deux entrées d’'un
circuit d’ajustement CR qui fournit la tension de polari-
sation V.

[0023] Comme on I'a indiqué précédemment, les dio-
des électroluminescentes peuvent, méme quand elles
sont traversées par un méme courant, présenter a leurs
bornes des chutes de tension différentes. Notamment,
cette chute de tension tend a augmenter quand les dio-
des électroluminescentes vieillissent. La présente inven-
tion vise a ajuster la tension V, pour tenir compte de
ces variations de tension et assurer que le courant de
luminance |, choisi circule dans toutes les colonnes sé-
lectionnées, Vpo| restant aussi petit que possible.
[0024] Les diodes D4 a D, correspondant aux colon-
nes sélectionnées tendent a étre conductrices. Toute-
fois, la diode reliée a la colonne ayant la tension la plus
élevée impose la tension V, sur les cathodes des diodes
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D, aD,,. Les autres diodes ne sontdonc pas conductrices
car la tension a leurs bornes est inférieure a leur tension
de seuil. La tension V, est 'image de la tension sur la
colonne au potentiel le plus élevé décalée d’'une tension
de seuil de diode. De méme, la tension V¢ au point de
connexion C,; est 'image de la tension Vref décalée
d’une tension de seuil de diode.

[0025] Quand latension V, est supérieure & la tension
Voref: C€CI signifie que le courant dans au moins une des
colonnes de I'écran estinférieur au courant de luminance
I, choisi. Le circuit d’ajustement CR rehausse alors la
tension de polarisation Vpo, jusqu’a ce que les tensions
V, et Ve Soient égales.

[0026] Inversement, quand la tension V, estinférieure
aV e ceciimplique que le courant de luminance |, choisi
circule bien dans toutes les colonnes sélectionnées mais
que la tension V, est trop élevée, ce qui entraine une
surconsommation d’énergie. Afin de réaliser des écono-
mies d’énergie électrique, le circuit d’ajustement diminue
la tension de polarisation V,,, jusqu’a la tension V,; mi-
nimale assurant une circulation du courant de luminance
l, dans toutes les colonnes sélectionnées.

[0027] La figure 4 est un schéma du circuit d’ajuste-
ment de la tension de polarisation V,,; en fonction de la
différence entre les tensions V, et V.

[0028] Le circuit d’ajustement comprend un amplifica-
teur d’erreur 20, un amplificateur opérationnel 21 et une
bascule RS 22 fonctionnant avec une tension d’alimen-
tation faible, par exemple 3,3 V. L’amplificateur d’erreur
20 regoit sur une entrée positive, la tension V et sur une
entrée négative, la tension V.. Dans le cas ou les ni-
veaux des tensions Vet Vs sont trés élevés pour 'am-
plificateur d’erreur 20, on pourra prévoir un convertisseur
de tension fournissant des tensions proportionnelles aux
tensions V, et V., sur une plage de tension plus faible.
[0029] L’amplificateur d’erreur 20 amplifie la différence
entre V, et V¢ et fournit un signal d’erreur er qui varie
par exemple entre 1 et 2 V. Quand les tensions V, et
Vref SONt €gales, le signal d’erreur vaut par exemple 1,5
V. Plus la tension V, est élevée par rapport a V¢, et
plus le signal d’erreur er est élevé et inversement. Le
signal er est appliqué a I'entrée positive de I'amplificateur
différentiel 21. La sortie de I'amplificateur différentiel 21
est reliée a la borne de réinitialisation R (reset) de la
bascule RS 22. La sortie d’'un oscillateur osc est reliée a
laborne d’activation S (set) de labascule RS 22. La sortie
Q est au niveau logique haut (par exemple 3,3 V) quand
la borne d’activation S est au niveau haut et au niveau
logique bas (par exemple 0V) quand la borne de réinitia-
lisation R est au niveau haut. Quand les deux bornes
d’activation S et de réinitialisation R sont au niveau bas,
la sortie Q conserve le dernier niveau positionné.
[0030] La sortie de la bascule RS 22 est reliée a la
grille d’un transistor NMOS Tf. Une résistance R est pla-
cée entre la source du transistor Tf et la masse. Une
bobine L est placée entre le drain du transistor Tf et la
borne d’alimentation & une tension V;, par exemple a
3,3 V. L'anode d’une diode D; est reliée au drain du tran-
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sistor Tf et sa cathode est reliée a une premiére électrode
d’un condensateur C. La seconde électrode du conden-
sateur C est reliée a la masse. La premiere électrode du
condensateur C fournitla tension V. La source du tran-
sistor Tf est reliée a I'entrée négative de I'amplificateur
différentiel 21.

[0031] Sur un front montant du signal de I'oscillateur
osc, la sortie Q de la bascule RS 22 passe au niveau
haut. Le transistor Tf se ferme et la tension aux bornes
de la bobine L passe rapidement de 0 a V.. La tension
Vg aux bornes de la résistance R et le courant dans la
bobine L sontinitialement nuls. Le courant dans la bobine
L augmente progressivement, la tension Vg augmente
donc également. Quand la tension Vp, atteint le signal er
de 'amplificateur différentiel 20, I'amplificateur 21 chan-
ge d’état et passe au niveau haut. La sortie Q de la bas-
cule RS 22 passe au niveau bas et le transistor Tf s’ouvre.
La tension sur le drain du transistor Tf augmente bruta-
lement. La diode Df devient passante et le condensateur
Csecharge. Le courantde charge estd’autant plus élevé
que le couranttraversantlabobine L est élevé au moment
ou le transistor Tf s’ouvre.

[0032] Lors du front montant suivant de l'oscillateur
osc, la sortie Q de la bascule RS 22 passe a nouveau
au niveau haut et un cycle identique a celui précédem-
ment décrit recommence.

[0033] Quand latension V, est supérieure & la tension
Voref, l€ signal er estrelativement élevée. En conséquen-
ce, le transistor Tf reste passant plus longtemps et le
courant circulant dans la bobine L au moment de I'ouver-
tur du transistor Tf est important. Le condensateur C se
charge et la tension V,;; augmente. Inversement, quand
la tension V,, est inférieure a la tension V., la tension
Vpor diminue.

[0034] Latension de polarisation Vpo| estdonc ajustée
en fonction des variations temporelles de la tension aux
bornes des diodes électroluminescentes de I'écran.
[0035] Un avantage du dispositif de régulation selon
la présente invention est que la tension de polarisation
est toujours minimale, ce qui permet de réaliser des éco-
nomies d’énergie.

[0036] Un autre avantage d’un tel dispositif est que sa
conception est trés simple.

[0037] La figure 5 est un schéma de circuits de com-
mande de colonne identiques a ceux de la figure 3 ainsi
qu’un schéma d’une variante de réalisation du dispositif
de régulation de la tension de polarisation Vpo| qui permet
de pallier au probléme suivant. Quand une ligne de
I’écran est "noire", c’est-a-dire qu’aucune diode électro-
luminescente de la ligne sélectionnée n’est conductrice,
la tension V. au point C, du circuit de régulation de la
figure 3 diminue car aucune des diodes D4 a D, n'est
passante. LatensionVdiminuant, le circuit d’ajustement
CR diminue la tension de polarisation V. Dans le cas
ou un grand nombre de lignes consécutives de I'écran
sont noires, la tension de polarisation V| peut fortement
diminuer. Les diodes électroluminescentes conductrices
des lignes "éclairées" risquent alors de recevoir un cou-
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rantinférieur au courant de luminance. La luminosité glo-
bale de I'écran diminue.

[0038] Dans cette variante de réalisation, le dispositif
de régulation de la tension de polarisation V,, est iden-
tique a celui de la figure 3 excepté que le point C, est
relié au circuit d’ajustement CR par l'intermédiaire d’'un
interrupteur 31. De plus, un condensateur 32 est placé
entre I'entrée du circuit d’ajustement CR et la masse.
L’interrupteur 31 est commandé de fagon a étre non pas-
sant quand une ligne de I'écran est noire, c’est-a-dire
quand aucune diode électroluminescente de la ligne sé-
lectionnée n’est conductrice. Le condensateur 32 con-
serve la valeur de la tension V, correspondant & la der-
niére ligne non noire. Le dispositif de commande de I'in-
terrupteur, non représenté, analyse le signal de colonne
Oc pour savoir si au moins une colonne est sélectionnée
et donc qu’au moins une diode est conductrice. De plus,
selon un mode de réalisation plus perfectionné, le dis-
positif de commande de linterrupteur analyse les si-
gnaux de commande des circuits de commande de ligne
de fagon a rendre passant l'interrupteur 31 une fois que
les tensions des colonnes sélectionnées sont passées
de leurs tensions de précharge a leurs tensions de "fonc-
tionnement" correspondant aux tensions induites par
chacune des diodes électroluminescentes conductrices.
[0039] Unavantage d’un tel dispositif de régulation est
qu’il permet d’'ajuster la tension de polarisation Vpo| en
fonction des caractéristiques des diodes électrolumines-
centes de I'écran quel que soit le nombre de lignes noires
consécutives de I'écran

[0040] La figure 6 est un schéma d’un mode de réali-
sation de I'amplificateur d’erreur 20 du circuit d’ajuste-
ment CR de la figure 4 qui permet de pallier au probleme
suivant. Lorsque I'écran ou les circuits de commande de
colonnes ou de lignes comprennent un défaut de fabri-
cation ou un défaut "d’usure" correspondant a une cou-
pure entre une diode électoluminescente et une colonne
ou une ligne, la tension V, peut étre trés proche de la
tension de polarisation V. Un tel défaut conduit non
seulement a une augmentation démesurée de la tension
de polarisation V, mais aussi a des surtensions sus-
ceptibles entre autre de détériorer le circuit d’ajustement
CR. Dans le cas d’'un défaut d’'usure, il peut étre intéres-
sant de détecter le défaut afin d’éviter de détériorer le
reste du circuit et d’éviter d’augmenter la consommation
électrique pour fournir une tension V, élevée. La dé-
tection d’un défaut de fabrication permet de détecter les
circuits défaillant avant leur commercialisation.

[0041] L’amplificateur d’erreur représenté en figure 6
comprend deux transistors PMOS 40 et41 dontles grilles
recoivent respectivement les tensions V, et Vs du dis-
positif de régulation représenté en figure 3. Deux sources
de courant identiques 42 et 43 sont placées entre la ten-
sion de polarisation V,, et les sources des transistors
40 et 41. Une résistance R1 est placée entre les sources
des transistors 40 et 41. Les drains des transistors 40 et
41 sont reliés a un dispositif de conversion 44 qui fournit
le signal d’erreur er. Un transistor PMOS 45 est placé en
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paralléle sur le transistor 40. La source du transistor 45
est connectée a la source du transistor 40 et le drain du
transistor 45 est connecté au drain du transistor 40. La
grille du transistor 45 regoit une tension "de protection”
Vprotect QUi est fournie par un dispositif non représenté.
La tension de protection Ve COrrespond a la tension
V, maximale correspondant & un fonctionnement correct
de I'écran et des circuits de commande de colonne et de
ligne.

[0042] En fonctionnement normal, sans défaut du cir-
cuit, latension V, est inférieure a la tension de protection
Vorotect: Les transistors 40,41 et45 sonttels que lorsqu'ils
conduisent un courant égal a celui fourni par les sources
de courant 42 et 43, leurs tensions grille-source est sen-
siblement égale a la tension de seuil d'un transistor
PMOS. Ainsi, quand la tension V est inférieure a la ten-
sion Votect: l€ transistor 45 est non conducteur. De mé-
me, lorsque les tensions V, et Vs sont différentes les
tensions sur les sources des transistors 40 et 41 sont
différentes. La résistance R1 est alors traversée par un
courant qui est d’autant plus élevé que I'écart entre les
tensions V, et Vs est élevé. Le dispositif de conversion
44 analyse les différences de courant dans les transistors
40 et 41 et fournit un signal d’erreur er d’autant plus élevé
que le courant dans le transistor 40 est faible par rapport
au courant dans le transistor 41 et inversement.

[0043] Dans le cas ou le circuit présente un défaut, la
tension V,, peut étre trés proche de la tension de polari-
sation V. Lorsque la tension V, dépasse la tension de
protection Ve, I€ transistor 45 devient conducteur et
le transistor 40 non conducteur. La tension de polarisa-
tion V, est alors maximale. La valeur maximale de la
tension V,,; dépend du choix de la tension Ve €t de
la tension V. qui est fonction du courant de luminance
souhaité. La présence du transistor 45 permet d’assurer
que la tension de polarisation Vpo, ne dépasse pas une
valeur maximale donnée et permet en outre de supprimer
des surtensions éventuelles susceptibles d’'endomma-
ger le circuit d’ajustement CR.

[0044] Bienentendu, laprésente invention est suscep-
tible de diverses variantes et modifications qui apparai-
tront a ’homme de l'art. En particulier, on pourra prévoir
d’autres dispositifs d’évaluation du courant circulant
dans les diodes électroluminescentes de I'écran ainsi
que d’autres dispositifs d’ajustement de la tension de po-
larisation V,,,, en fonction des différences entre le courant
de luminance souhaité et le plus petit courant traversant
les diodes électroluminescentes de I'écran. On pourra
notamment utiliser d’autres convertisseurs de tension
DC-DC capables de fournir une tension de polarisation
Vol élevée quand le signal d'erreur er est élevé et inver-
sement. En outre, ’'hnomme de I'art saura réaliser un mi-
roir de courant différent de celui décrit, en utilisant par
exemple deux transistors par branche.
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Revendications

Dispositif de régulation de la tension de polarisation
(Vpoi) de circuits de commande de colonnes d'un
écran matriciel composé de diodes électrolumines-
centes reliées chacune a une des lignes et a une
des colonnes de I'écran, les circuits de commande
de colonnes comprenant un miroir de courant com-
posé d'une branche de référence (bref) et de plu-
sieurs branches de duplication (b4 a b,)), toutes les
branches étant reliées a la tension de polarisation
(Vpoi), chaque branche de duplication (bi) étantreliée
a une colonne (Ci) de I'écran par I'intermédiaire d’'un
circuit de sélection de colonne (11), la branche de
référence étant connectée en un point de référence
(Cref) a une source de courant de référence (10)
fournissant un courant de luminance (l,) souhaité,
caractérisé en ce qu’il comprend :

- des premiers moyens de mesure (D4 & D,, et
15) agencés de maniére a fournir un premier
signal (V) représentatif de la tension sur la co-
lonne au potentiel le plus élevé ;

- des seconds moyens de mesure (D, et 16)
agenceés de maniere a fournir un second signal
(Vorep) représentatif de la tension (V) au point
de référence (Cref) ; et

- un circuit d’ajustement (CR) agencé de manié-
re & recevoir le premier signal (V) et le second
signal (Vef) €t adapté & augmenter la tension
de polarisation (V) lorsque le premier signal
(Vo) est supérieur au second signal (V) ce
qui signifie que le courant dans au moins une
des colonnes de I'écran est inférieur au courant
de luminance (l,) souhaité et adapté a diminuer
la tension de polarisation (Vpo|) lorsque le pre-
mier signal (V) est inférieur au second signal
(Voref) €€ qui signifie que le courant de luminance
(I4) souhaité circule bien dans toutes les colon-
nes sélectionnées mais que la tension de pola-
risation (V) est trop élevée.

Dispositif selon la revendication 1, dans lequel cha-
que branche (bi) du miroir de courant comporte un
transistor a effet de champ de type PMOS (Pi) dont
la source est connectée a la tension de polarisation,
les grilles de chaque branche étant connectées en-
semble, le drain etla grille du transistor de labranche
de référence étant reliée a la source de courant de
référence (10), les drains des transistors des bran-
ches de duplication étant reliée aux colonnes (C; a
Ch)-

Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les
premiers moyens de mesure comprennent pour cha-
que colonne (C;) une diode (D;) dont 'anode est con-
nectée a la colonne (Ci) et dont la cathode est con-
nectée d’une part a une premiére source de courant
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d’observation (15) et d’autre part reliée a une pre-
miére entrée du circuit d’ajustement, et dans lequel
les seconds moyens de mesure comprennent une
diode (D,s) dont I'anode est connectée au point de
référence et dont la cathode est connectée a une
seconde source de courant d’observation (16) et a
une seconde entrée du circuit d’ajustement.

Dispositif selon la revendication 3, dans lequel les
cathodes de chacune des diodes (Di) sont reliées a
la premiére entrée du circuit d’ajustement par I'inter-
médiaire d’un interrupteur (31), un condensateur
(32) étant placé entre la premiére entrée du circuit
d’'ajustement (CR) et un point de potentiel fixe.

Dispositif selon la revendication 3, dans lequel le cir-
cuit d’ajustement comprend un amplificateur d’er-
reur (20) recevant le premier signal sur son entrée
positive et recevant le second signal sur son entrée
négative, la sortie de I'amplificateur d’erreur (er)
étant reliée a un convertisseur de tension continu-
continu fournissant en sortie la tension de polarisa-
tion (V) et adapté a augmenter la tension de po-
larisation (V) lorsque le premier signal est supé-
rieur au second signal et inversement.

Dispositif selon la revendication 5, dans lequel 'am-
plificateur d’erreur (20) comprend des premier et se-
cond transistors PMOS (40, 41) dont les grilles sont
connectées respectivement aux entrées positive et
négative de 'amplificateur d’erreur, la source de cha-
cun des premier et second transistors étant reliée a
la tension de polarisation (Vpo|) par une source de
courant (42, 43), les sources des premier et second
transistors étant reliées par une résistance (R1), les
drains des premier et second transistors étant con-
nectées a un convertisseur (44) fournissant le signal
d’erreur, les source et drain d’un troisi€me transistor
PMOS (45) étant connectés aux source et drain du
premier transistor (40), la grille du troisi€me transis-
tor étant polarisée a une tension fixe (Vqtect) -

Procédé de régulation de la tension de polarisation
(Vpoi) de circuits de commande de colonnes d'un
écran matriciel composé de diodes électrolumines-
centes reliées chacune a une des lignes et a une
des colonnes de I'écran, les circuits de commande
de colonnes comprenant un miroir de courant com-
posé d'une branche de référence (b,) et de plu-
sieurs branches de duplication (b4 & b,), toutes les
branches étant reliées a la tension de polarisation
(Vpa), chaque branche de duplication (bi) étantreliée
a une colonne (Ci) de I'écran par I'intermédiaire d’'un
circuit de sélection de colonne (11), la branche de
référence étant connectée en un point de référence
(Cref) a une source de courant de référence (10)
fournissant un courant de luminance (l,) souhaité,
caractérisé en ce qu’il comprend les étapes
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suivantes :

- fournir avec des premiers moyens de mesure
(D4 @D, et 15) un premier signal (V) représen-
tatif de la tension sur la colonne au potentiel le
plus élevé ;

- fournir avec des seconds moyens de mesure
(Dre€t 16) un second signal (V) représentatif
de la tension (V) au point de référence (Cref) ;
et

-augmenterlatension de polarisation (Vpo|) lors-
que le premier signal (V,) est supérieur au se-
cond signal (V) ce qui signifie que le courant
dans au moins une des colonnes de I'écran est
inférieur au courant de luminance (I1) souhaité
et diminuer la tension de polarisation (Vpo|) lors-
que le premier signal (V) est inférieur au se-
cond signal (V) ce qui signifie que le courant
de luminance (1) souhaité circule bien dans tou-
tes les colonnes sélectionnées mais que la ten-
sion de polarisation (Vpo|) est trop élevée.

Procédé selon la revendication 7, dans lequel le pre-
mier signal est 'image de la tension sur la colonne
au potentiel le plus élevé décalée d’'une tension de
seuil de diode.

Claims

A device for regulating the biasing voltage (V) of
column control circuits of a screen array made of
LEDs, each coupled to one of the lines and one of
the columns of the screen, the column control circuits
comprising a current mirror having a reference
branch (b, and several duplication branches (b4 to
b,), all the branches being coupled to the biasing
voltage (V). each duplication branch (bi) being
coupled to a column (Ci) of the screen through a
column select circuit (11), the reference branch be-
ing connected at a reference node (C ) to a refer-
ence current source (10) providing a desired lumi-
nance current (l4), said device being characterized
in that it comprises:

first measuring means (D4 to D,, and 15) ar-
ranged for providing afirst signal (Vo) represent-
ative of the voltage of the column at the highest
potential;

second measuring means (D, and 16) ar-
ranged for providing a second signal (V) rep-
resentative of the voltage (V,¢s) of the reference
node (Cref); and

an adjustment circuit (CR) arranged for receiv-
ing the first signal (V,) and the second signal
(Vorer) @and being adapted to increase the biasing
voltage (Vpo|) when the first signal (V,,) is larger
than the second signal (V,¢f), which means that
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the current in at least one of the columns of the
screen is lower than the desired luminance cur-
rent (l4), and adapted to reduce the biasing volt-
age (Vpo|) when the first signal (V) is lower than
the second signal (V) , which means that the
desired luminance current (I;) flows in all the
selected columns but that the biasing voltage
(Vpo|) is too large.

The device of claim 1, wherein each branch (bi) of
the current mirror includes a PMOS field effect tran-
sistor (Pi), having a source connected to the biasing
voltage, the gates of each branch being connected
together, the drain and the gate of the transistor of
the reference branch being connected to the refer-
ence currentsource (10), the drains of the transistors
of the duplication branches being connected to the
columns (C, to C,).

The device of claim 1, wherein said first measuring
means comprise for each column (Ci) a diode (Di)
having an anode connected to the column (Ci) and
having a cathode connected to a first observation
current source (15) and to a first input of the adjust-
ment circuit, and wherein the second measuring
means comprise a diode (D, ) having an anode con-
nected to the reference node and a cathode con-
nected to a second observation current source (16)
and to a second input of the adjustment circuit.

The device of claim 3, wherein the cathodes of each
diode (Di) are coupled to the first input of the adjust-
ment circuit by a switch (31), a capacitor (32) being
connected between the first input of the adjustment
circuit (CR) and a fixed voltage node.

The device of claim 3, wherein the adjustment circuit
comprises an error amplifier (20) receiving the first
signal on a positive input and receiving the second
signal on a negative input, an output of error amplifier
(er) being connected to a D.C./D.C. voltage convert-
er outputting the biasing voltage (V) and being
adapted to increase the biasing voltage (V) when
the first signal is higher than the second signal and
conversely.

The device of claim 5, wherein error amplifier (20)
comprises first and second PMOS transistors (40,
41) having their gates respectively connected to pos-
itive and negative inputs of the error amplifier, the
source of each one of the first and second transistors
being coupled to the biasing voltage (V) by a cur-
rent source (42, 43), the sources of first and second
transistors being coupled by a resistor (R1), the
drains of first and second transistors being connect-
ed to a converter (44) providing the error signal, the
source and drain of a third PMOS transistor (45) be-
ing connected to the source and drain of the first
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transistor (40), the gate of the third transistor being
biased at a fixed voltage (Vpotect)-

A method for regulating the biasing voltage (Vpo|) of
column control circuits of a screen array made of
LEDs, each coupled to one of the lines and one of
the columns of the screen, the column control circuits
comprising a current mirror having a reference
branch (b,) and several duplication branches (b, to
b,), all the branches being coupled to the biasing
voltage (V,), each duplication branch (bi) being
coupled to a column (Ci) of the screen through a
column select circuit (11), the reference branch be-
ing connected at a reference node (C,¢) to a refer-
ence current source (10) providing a desired lumi-
nance current (l), said method being characterized
in that it comprises the following steps:

- providing through first measuring means (D
to D,, and 15) a first signal (V) representative
of the voltage of the column at the highest po-
tential;

- providing through second measuring means
(Dref and 16) a second signal (V) represent-
ative of the voltage (V) at the reference node
(Crep); @and

- increasing the biasing voltage (Vpo|) when the
first signal (V) is higher than the second signal
(Voref), Which means that the current in at least
one of the columns of the screen is lower than
the desired luminance current (I1), and reducing
the biasing voltage (Vpo|) when the first signal
(Vo) is lower than the second signal (V).
which means that the desired luminance current
(14) flows in all the selected columns but that the
biasing voltage (V) is too large.

8. The method of claim 7, wherein the first signal is an

image of the voltage on the column at the higher
potential shifted by a diode threshold voltage.

Patentanspriiche

1.

Eine Vorrichtung zum Regeln der Bias-Spannung
(Vpal) von Spaltensteuerschaltkreisen eines Bild-
schirmarrays, das aus LEDs gebildet ist, wobei jede
zu einer der Zeilen und einer der Spalten des Bild-
schirms gekoppelt ist, wobei der Spaltensteuer-
schaltkreis einen Stromspiegel mit einem Referenz-
zweig (b,¢s) und mehreren Duplizierzweigen (b bis
b,) aufweist, wobei alle Zweige mit der Bias-Span-
nung (V) verbunden sind, wobei jeder Duplizier-
zweig (b;) an eine Spalte (C;) des Bildschirms lber
einen Spaltenauswahlschaltkreis (11) gekoppelt ist,
wobei der Referenzzweig an einem Referenzknoten
(C,ef) mit einer Referenzstromquelle (10) verbunden
ist, die einen gewiinschten Helligkeitsstrom (1) be-
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reitstellt, wobei die Vorrichtung dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sie Folgendes aufweist:

erste Messmittel (D4 bis D,, und 15), die ange-
ordnet sind , um ein erstes Signal (V,,) bereitzu-
stellen, das reprasentativ fir die Spannung der
Spalte an dem héchsten Potential ist;

zweite Messmittel (D,; und 16), die angeordnet
sind, um ein zweites Signal (V) bereitzustel-
len, das représentativ fir die Spannung (V)
des Referenzknotens (Cref) ist; und

einen Einstellschaltkreis (CR), der angeordnet
ist, um das erste Signal (V,)) und das zweite Si-
gnal (V) zu empfangen und der angepasst
ist, um die Bias-Spannung (V) zu erhShen,
wenn das erste Signal (V) groler ist als das
zweite Signal (Vf), Was bedeutet, dass der
Strom in wenigstens einer der Spalten des Bild-
schirms niedriger ist als der gewtinschte Hellig-
keitsstrom (I4), und der angepasst ist, um die
Bias-Spannung (Vpo|) zu reduzieren, wenn das
erste Signal (V) niedriger ist als das zweite Si-
gnal (V,,ef), Was bedeutet, dass der gewlinschte
Helligkeitsstrom (I,) in allen ausgewahlten Spal-
ten flief3t, wobei jedoch die Bias-Spannung
(Vpor) zu grof ist.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei jeder Zweig
(b;) des Stromspiegels einen PMOS Feldeffekttran-
sistor (P;) beinhaltet, wobei eine Quelle mit der Bias-
Spannung verbunden ist, die Gates jedes Zweigs
zusammengeschaltet sind, und wobei die Senke und
das Gate des Transistors des Referenzzweigs mit
der Referenzstromquelle (10) verbunden sind, wo-
bei die Senken der Transistoren des Duplizierzweigs
mit den Spalten (C, bis C,) verbunden sind.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die ersten
Messmittel fur jede Spalte (C;) eine Diode (D;) auf-
weisen, mit einer Anode, die mit der Spalte (C;) ver-
bunden ist und einer Kathode, die mit einer ersten
Beobachtungsstromquelle (15) und einem ersten
Eingang des Einstellschaltkreises verbunden ist,
und wobei die zweiten Messmittel eine Diode (D)
aufweisen, mit einer Anode, die mit dem Referenz-
knoten verbunden ist und einer Kathode, die mit ei-
ner zweiten Beobachtungsstromquelle (16) und ei-
nem zweiten Eingang des Einstellschaltkreises ver-
bunden ist.

Die Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Katho-
den von jeder Diode (D;) mit dem ersten Eingang
des Einstellschaltkreises Uber einen Schalter (31),
verbunden sind, wobei ein Kondensator (32) zwi-
schen den ersten Eingang des Einstellschaltkreises
(CR) und einen festen Spannungsknoten geschaltet
ist.
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Die Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Ab-
gleichschaltkreis einen Fehlerverstarker (20) auf-
weist, der das erste Signal auf einem positiven Ein-
gang und das zweite Signal auf einem negativen Ein-
gang empfangt, wobei ein Ausgang des Fehlerver-
starkers (er) mit einem DC/DC Spannungsumwand-
ler verbunden ist, der die Bias-Spannung (V) aus-
gibt und der angepasst ist, die Bias-Spannung (V)
zu erhdhen, wenn das erste Signal hoher ist als das
zweite Signal und umgekehrt.

Die Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei der Fehler-
verstarker (20) erste und zweite PMOS Transistoren
(40, 41) aufweist, deren Gates entsprechend mit po-
sitiven und negativen Eingangen des Fehlerverstar-
kers verbunden sind, wobei die Quelle jedes der er-
sten und zweiten Transistoren mit der Bias-Span-
nung (V) Uber eine Stromquelle (42, 43) verbun-
den ist, wobei die Quellen der ersten und zweiten
Transistoren tber einen Widerstand (R;) verbunden
sind, wobei die Senken der ersten und zweiten Tran-
sistoren mit einem Umwandler (44) verbunden sind,
der das Fehlersignal bereitstellt, wobei die Quelle
und die Senke eines dritten PMOS Transistors (45)
mit der Quelle und der Senke des ersten Transistors
(40) verbunden sind, und wobei das Gate des dritten
Transistors auf eine feste Spannung (V;gtect) VOr-
gespannt ist.

Ein Verfahren zum Regeln der Bias-Spannung (V)
von Spaltensteuerschaltkreisen eines Bildschirmar-
rays, das aus LEDs gebildet ist, wobei jede zu einer
der Zeilen und einer der Spalten des Bildschirms ge-
koppelt ist, wobei der Spaltensteuerschaltkreis ei-
nen Stromspiegel mit einem Referenzzweig (b,)
und mehreren Duplizierzweigen (b bis b,,) aufweist,
wobei alle Zweige mit der Bias-Spannung (V) ver-
bunden sind, und wobei jeder Duplizierzweig (b;) an
eine Spalte (C;) des Bildschirms tber einen Spalten-
auswahlschaltkreis (11) gekoppelt ist, wobei der Re-
ferenzzweig an einem Referenzknoten (C ) mit ei-
ner Referenzstromquelle (10) verbunden ist, die ei-
nen gewlinschten Helligkeitsstrom (l;) bereitstellt,
wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist,
dass es folgende Schritte aufweist:

Bereitstellen, durch erste Messmittel (D4 bis D,,
und 15), eines ersten Signals (V,), das repré-
sentativ fur die Spannung der Spalte an dem
héchsten Potential ist;

Bereitstellen, durch zweite Messmittel (D, und
16), eines zweiten Signals (V,,,s), das représen-
tativ fur die Spannung (V,¢) des Referenzkno-
tens (C,¢) ist; und

Erhéhen der Bias-Spannung (V). wenn das
erste Signal (V,)) groRer ist als das zweite Signal
(Vorep)> Was bedeutet, dass der Strom in wenig-
stens einer der Spalten des Bildschirms niedri-
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ger ist als der gewiinschte Helligkeitsstrom (1)),
und Reduzieren der Bias-Spannung (Vp0|),
wenn das erste Signal (V) niedriger ist als das
zweite Signal (V,,,), was bedeutet, dass der ge-
wiinschte Helligkeitsstrom (1)) in allen ausge-
wabhlten Spalten fliel3t, wobei jedoch die Bias-
Spannung (Vp,,) zu grofd ist.

8. Das Verfahren nach Anspruch 7, wobei das erste

Signal ein Abbild der Spannung in der Spalte mit
dem hdochsten Potential ist, verschoben durch eine
Diodenschwellenspannung.
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